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Anhang: E-Reihen E6 ... E96 nach DIN IEC 60063
Aufgabenblatter 9 Anzahl - D H BW E96 E48 E24 E12 E6 E96 E48 E24 E12 E6
inkl. Deckblatt Lésungsbogen ___ At 1% | 2% | 5% | £10% | 20% 1% | 2% | 5% | £10% | +20%
uale Hochschule
Baden-W.Urttemberg isgg 1,00 g’;i 3,16
Mannheim 1,05 1,0 3,32 3,3
: 1,05 : 3,32
L s
XE] 1,10 357 3,48
DHBW Mannheim-Eppelheim 115 s L1 3.65 es 3.6
Elektronik 1 (EL1) i;? 1,0 g’gg 33
TMT17AM2 Rev. 1.2.0 Klausur 2018/12 T2 1,21 395 3,83
127 1.2 402 39
130 1,27 YXB) 4,02
B . : 1,2 : 3,9
Dozent Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer Datum 07.12.2018 1,33 133 4,22 4
E 2
Matrikelnummer auf jedem Blatt/Bogen (Aufgaben und Lésungen) in der Kopfzeile eintragen 1’43 1,40 4’53 4,42
1,47 4,64
Studienjahrgang TMT17AM2 1,50 147 L5 4,75 464 47
e L8 4w
Hilfsmittel Taschenrechner, Formelsammlung 1 Blatt Zeit 60 min 1’62 1,5 5’11 4,7
65 1,62 ERE 5,11
o . : 1,6 : 5,1
Bewertung Punktzahl 100% Erreichte Punktzahl 1,69 169 5,36 536
7 15| e
Datum, Signum Ergebnis 1’82 1,78 5’76 5,62
1.87 1.8 5.90 56
o1 1,87 con 5,90
: 1,8 : 5,6
Aufg. | Thema Blatt a) b) c) d) e) f) z ;,gg 1.96 2,;2 6,19
2 2,0 : 6,2
1 | Leistung: Derating, Kiihlun 2-3 2,05 6,49
g gv g 4 2 2 4 4 6 22 2’10 2,05 6,65 6,49
2,15 6,81
2 Z-Diode 4-5 2 6 4 10 22 221 2,15 \s 6.98 6,81 o5
) 2,26 226 7,15 715
3 | Diode: Anwendung 6 8 8 2,32 22 7,32 6.8
2,37 B 7.50 5
243 237 7.68 730
7-8 2 2,4 5 7’5
4 | BJT als Schalter 2 12 2 6 2 24 2,49 787
355 2,49 0.6 7,87
261 22 825 68
Anhang 9 | E-Reihen IEC 60063 2’67 2,61 8’45 8,25
274 21 8,66 82
750 2,74 o5 8,66
Anmerkungen 76 B 27 R 8,2
2,87 9,09
2,94 281 9,31 509
3.01 30 9.53 ol
2 3,01 . 9,53
3,09 9,76
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1 Leistung: Derating, Kiihlung 122
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1 Leistung: Derating, Kiihlung (fortgesetzt)

Diagramme: Tragen Sie Hilfslinien zum Auslesen von Werten ein

a) Abb. 1.1: Ermitteln Sie:
— den absoluten Grenzwert $i.x des Bauteil,
— die Warmewiderstande Ryya und Ryc (Rechenweg!)

b) Die Sperrschichttemperatur ist auf 9,1 = 130°C zu begrenzen. Welche Auswirkung
hat dies auf die Knicktemperatur Jxnick, welche auf die Warmewiderstéande?

Montage in freier Luft

G = 130°C; §, = [-25°C; +60°C]

¢) Rmya :=35 K/W. Ermitteln Sie P,y.

Montage auf Kiihlkérper mit einer Montagescheibe (Rpm = 0,2 K/W).

G = 130°C; G, = [-25°C; +60°C]

d) Abb. 1.4: Skizzieren Sie das vereinfachte Thermische ESB und benennen Sie die
Bauteile.

e) Rumic := 1,4 K/W. Berechnen Sie die erforderliche Lange des Kiihlkorperprofils fiir
Py=25W.

)  Rmn(0) :=1,3 K/'W. Wie gro3 wird P,,, wenn zusétzlich ein Liifter mit einer effekti-
ven Stromungsgeschwindigkeit von 2,25 m/s eingesetzt wird?

Abb. 1.4: Vereinfachtes Thermisches ESB (Losung)
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2 Z-Diode 122
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Abb. 2.1: Kennlinien Z-Dioden (Sperrbereich)
7ZD1: Z-Diode ...-C2V7
a) Welchen Wert hat der Test-Current von ZD1? /2
b) Abb. 2.1: Uy=10V; Vorwiderstand: RV1 = 250 Q. Konstruieren Sie grafisch den /
Arbeitspunkt AP von ZD1 und geben Sie die Zahlenwerte an.
Eine ZD-Diode ZD2 wird durch eine Knickkennlinie (4,7 V | 0) modelliert.
AP=(5225V|35mA); RV2 =680 Q
c) Abb. 2.2 auf dem nichsten Blatt: Skizzieren und pfeilen Sie das ESB von ZD2. Be- /4
nennen Sie die Bauteile.
d) Dem Arbeitspunkt wird ein harmonischer Strom mit /= 10 mA iiberlagert. Berech- /10

nen Sie auf 4 signifikante Stellen:
— den Leistungsumsatz Pzp in ZD2;
— den Leistungsumsatz Pry in RV2.

— weiter auf dem ndichsten Blatt —
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2  Z-Diode (fortgesetzt)

Abb. 2.2: ZD — Ersatzschaltbild fiir Modellierung als Knickkennline (Lésung)
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3 Dioden: Anwendung /8 Anhang: E-Reihen E6 ... E96 nach DIN IEC 60063
E9%%6 E48 E24 E12 Eo6 E96 E48 E24 E12 E6
+UB ’ » . +1 % +2 % +5 % £10% | +20% +1 % £2 % £5% | £10% | +20%
1,00 1,00 EALTN N 7
1,02 1.0 3,24 33
k1l k2t K37/ ---  knk LT W0 e " S v
i 0
> 1,10 > 3,48
1,13 11 3,57 36
1,15 ’ 3,65 :
1,18 L15 3,74 3,65
1’21 1.0 3’83 33
1,24 1,21 - 3,92 3,83 39
1,27 ’ 4,02 ’
1,27 4,02
1,30 12 4,12 39
1,33 133 ? 4,22 420 ’
1,37 ’ 13 4,32 ’ 43
1,40 ? 4,42 :
143 1,40 153 4,42
H1 H2 H3 --- Hn 147 1,47 4,64 4,64
1,50 4,75
1,5 4,7
1,54 4,87
1,54 4,87
QU 1,58 4,99
ou L5 4,7
1,62 L62 5,11 511
1,65 ’ 16 5,23 ’ 51
1,69 ’ 5,36 ’
1,69 5,36
E1 E2 E3 -=- En 1,74 15 5,49 47
1,78 178 ’ 5,62 5.62 ’
Weitere Anlagentelle 1,82 ’ 5,76 ’
1,8 5,6
1,87 5,90
To1 1,87 6.04 5,90
Abb. 3.1: Riickwirkungsfreie Lampentest-Schaltung (zu vervollstindigen) 196 1.8 619 5,6
> 1,96 > 6,19
Ein Tableau mit n Leuchtanzeigen H wird {iber Kontakte k angesteuert. Mittels der Taste 2’82 2,0 g’ig 6,2
LT und Universaldioden D ist eine fiir weitere Anlagenteile (Eingidnge E) riickwir- 2’1 0 2,05 6’ s 6,49
kungsfreie Lampentestschaltung zu realisieren. 315 681
> 2,15 > 6,81
Abb. 3.1: Vervollstdndigen Sie die Schaltung. /8 2,21 22 6,98 68
2,26 ? 7,15 ’
2,26 7,15
2,32 7,32
2,2 6,8
2,37 7,50
2,37 7,50
2,43 7,68
2,4 7,5
2,49 7,87
2,49 7,87
2,55 80,6
2,2 6,8
2,61 8,25
2,61 8,25
2,67 8,45
2,7 8,2
2,74 8,660
2,74 8,66
2,80 27 8,87 8,2
2,87 ’ 9,09 ?
2,87 9,09
2,94 9,31
3,0 9,1
3,01 301 9,53 9.53
3,09 ’ 9,76 ’
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4  BJT als Schalter 124
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Abb. 4.1: Schaltung

Daten: Upy =12 V; Upgon =1 V; Ucgsa: vernachldssigt; REL: 12V /3,3 W;
9, = [-40; +90]°C; Ubersteuerungsfaktor m = 2.5; Si-Transistor T1: ..—25

DC Current Gain hge

Abb. 4.2: Datenblattauszug

Parameter Current Group Min Typ Max Unit
Ic =100 mA -16 100 160 250 J.
Ic =100 mA -25 160 250 400 J.
Ic =100 mA -40 250 400 630 J.
Ic =300 mA -15 60 120 J. J.
Ic =300 mA -25 100 200 J. J.
Ic =300 mA -40 170 230 J. J.

Tab. 4.1: Datenblatt-Auszug

Diagramme: Tragen Sie Hilfslinien zum Auslesen von Werten ein
Tabellen:  Kreisen Sie ausgewdhlte Werte an

— weiter auf dem ndchsten Blatt —
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4  BJT als Schalter (fortgesetzt)
a) Abb. 4.1: Modifizieren Sie die Schaltung so, dass T1 sicher sperrt. /2
b) Berechnen Sie die Widerstdnde im Steuerkreis. Wahlen Sie Werte aus der Reihe E24. /12
c) Abb. 4.1: Bei welchem Schaltvorgang ist T1 bei der gegebenen Last gefahrdet? /2
d) Freilaufdiode FD (Universaldiode): /6
— Abb. 4.1: Zeichnen Sie FD ein;
— ermitteln Sie die minimal zuldssigen Werte fir Jpmax und Urmax;
— schétzen Sie ucEmax von T1 ab.
e) Welchen wesentlichen Nachteil hat der Einsatz von FD? /2
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